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청

청 항 1 

독립 운  에 지  시스  내  복수 개  리 듈들  압  균 하는 에 어 , 주 리

리 시스 ,

복수 개  리 듈들에 포함  각각   FET  상태   또는 프   어하는  FET  

어 단계;

상   FET  어 단계에 ,  FET  상태가   어    리 듈  평균 압

값  산 하는 평균 압 값 산  단계;

산  상  평균 압 값  나타내는 평균 압 보  생 하고, 생  상  평균 압 보  상  

FET  상태가 프   어  리 듈  하는 평균 압 보  단계;

 포함하는 단계  수행하는 것  특징  하 ,

상   FET  어 단계는,

상  리 듈들  각 리 듈  압 값  수신 아, 하는 단계;

상  한 압 값  ,  압 값  지하는 단계;

상  지한  압 값에  압 값  한 값보다 거나 같  압 값  리들  는지 비 하는

단계; 

상  비  결과에 라,  리들  압 값   압 값에  압 값  한 값보다 거나 같

경우, 해당 리 듈   FET는  상태   하고, 큰 경우, 해당 리 듈   FET는 프

상태   하는 단계;

 포함하여 는 것  특징  하는 리 듈들  압 균  . 

청 항 2 

삭

청 항 3 

청 항 1에 어 , 상  평균 압 값 산  단계는,

상   FET  상태가  어   리 듈  해당 리 듈  압 값  수신 는 

압 값 수신 단계;

  포함하는 것  특징  하는 리 듈들  압 균  .

청 항 4 

독립 운  에 지  시스  내  복수 개  리 듈들  압  균 하는 에 어 , 각각  

리 듈들에 포함   리 리 시스 ,

리 듈들  압  측 하고, 측  상  리 듈들  압  나타내는 압 보  생 하여, 주 

리 리 시스  하는 압 보 생    단계;

상  주 리 리 시스  수신   FET  어 보에 라  FET  상태   또는 

프  동 시키는  FET  어 단계;

상   FET  어 결과,  FET  상태  리 듈  압 값  미리  주  마다 측 하여
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주 리 리 시스  압 값  하는 단계;  

 FET 프 상태  리 듈  경우, 주 리 리 시스   FET  상태  리 듈들

 평균 압 값  수신 아, 상  평균 압 값과  FET 프 상태  리 듈 압 값  동 한지 비

하는 단계;

상  비  결과에 라 동 한 압 값  리 듈들  프 상태   FET   상태  하는 단계;

든 리 듈   FET 상태가   지, 상  주 리 리 시스  압 값  

하는 단계, 상  비  단계, 상   FET   상태  하는 단계  복하는 단계;

 포함하는 단계  수행하는 것  특징  하는 리 듈들  압 균  .

청 항 5 

독립 운  에 지  시스  내  복수 개  리 듈들  압  균 하는 치에 어 , 주 리

리 시스 ,

복수 개  리 듈들과  수신하는 통신 ; 

상  복수 개  리 듈들에 포함  각각   FET  상태   또는 프   어하고,  

리 듈들  평균 압 값   FET가 프  리 듈  하는 어 ;

 포함하는 치  하는 것  특징  하 ,

상  어 는,

상  리 듈들  압 값  수신 아 하고, 상  한 압 값    압 값

 지한 후, 상  지한  압 값에  압 값  한 값보다 거나 같  압 값  리 듈

들  는지 비 하여, 특  리 듈들  압   압 값에  압 값  한 값보다 거나 같

 경우, 해당 리 듈   FET는  상태  하고; 큰 경우, 해당 리 듈   FET는 프

상태  하는; 것  특징  하는 리 듈들  압 균  치.

청 항 6 

삭

청 항 7 

독립 운  에 지  시스  내  복수 개  리 듈들  압  균 하는 치에 어 ,  리

리 시스 ,

주 리 리 시스 과  수신하는 통신 ; 

리 듈  압  측 하고, 측  리 듈  압  주 리 리 시스  하고, 주 리

리  시스  수신    FET   어  보에  라   FET  상태   또는  프

동 시키 ,  주  마다  FET  상태 리 듈  압 값  측 하여 주 리 리 시스

하고, 주 리 리 시스  상   FET  상태 리 듈  압 값  평균 값 

수신해  FET 프 상태  리 듈 압 값과 비 하여  FET   어하는 어 ;   

 포함하는 치  하는 것  특징  하는 리 듈들  압 균  치.

청 항 8 

청 항 7에 어 , 상  어 는,

주 리 리 시스  수신  상  평균 압 값과  FET 프 상태  리 듈  압 값

 다  경우,

등록특허 10-2035674

- 4 -



상   FET  상태  프  지하 , 상   주  마다  FET  상태 리 듈  압 값  측

하여 주 리 리 시스  하는 과 과 상  주 리 리 시스  상   FET  상

태 리 듈  압 값  평균 값  수신해  FET 프 상태  리 듈 압 값과 비 하는

과  든  FET가  상태    지 복하는 것  특징  하는 리 듈들  압 균

치.

 

 술  야

본  리 듈들  압 균  치  에 한 것 , 보다 체 는 독립 운  에 지[0001]

 시스 (Standalone Energy Storage System)내에 병  연결  복수 개  리 듈들  각각   다

 압들  낮  압 값  리 듈들  순차    상태 지 동  하여 압 값

균  할 수 는 리 듈들  압 균  치  에 한 것 다.

 경  술

근 매  복 는  수   상과 같  문  해결하  한 한 안  에 지  시스[0003]

에 한 연  개   루어지고             다. 에 지  시스 란 생산   계통

(grid)에 하 다가  필 한 시 에 공 함  에 지  는 시스 다. 리 식

에 지  시스  술 는 리튬  리가 고 , 고 능  우수한  특  등  가  주  

고 다.

하지만, 래  에 지  시스 에 사 는 리 듈들  다 과 같  문  갖는다.[0004]

에 지  시스   병  연결  복수 개  리 듈들에  리 듈 간  압 차 가 [0005]

생할 경우, 과 , 과  등과 같  상 상태  하여 생한 과 가 리 듈 내   거나,

리 듈 내 에     수 다.  과  향  는 리 듈  리  안

 어지게 어 리 듈  수  단 다. 또한 과  향  는 리 듈  리 리 시스

(BMS: Battery Management System)  스 칭  FET가 과  해 어 리  하는 

리  보  동  수행할 수 없는 문 가 생한다.

한편, 래  에 지  시스  리 듈에 한 술들  상  문 들  해결하  한 [0006]

병  연결  복수 개  리 듈들 간에 압 차 가 생하 , 리 듈들  압  균  시키  해

각각  듈들  압들  수동  균 하 다.

하지만 래  수동  압 값  균 하는 술  업 단계가 가 고, 는 시간  어지는 문[0007]

들  다.

라 , 병  연결  복수 개  리 듈들  포함하는 에 지  시스 에  리 듈간 압 차 가[0008]

생한 경우, 리 듈들  압 값  동  균  할 수 는 술  개  다.

행 술문헌

특허문헌

(특허문헌 0001) KR 10-2012-0047114 A   [0010]

 내

해결하 는 과

본  에 지  시스  내  병  연결  복수 개  리 듈들  압들  각  다  경우, 순차[0011]

  압 값  가진 리 듈들   압 값  가진 리 듈들 지 동  수행하여 

든 리 듈들   상태  압 값  균  할 수 는 리 듈들  압 균  치  

공한다.
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과  해결 수단

독립 운  에 지  시스  내  복수 개  리 듈들  압  균 하는 에 어 , 주 리[0013]

리 시스 , 복수 개  리 듈들에 포함  각각   FET  상태   또는 프   어하는 

 FET  어 단계; 상   FET  어 단계에 ,  FET  상태가   어   

리 듈  평균 압 값  산 하는 평균 압 값 산  단계; 산  상  평균 압 값  나타내는 평균

압 보  생 하고, 생  상  평균 압 보  상   FET  상태가 프   어  리 듈

 하는 평균 압 보  단계;  포함하는 단계  수행하는 것  특징  하는 리 듈들  

압 균  다. 

상   FET  어 단계는, 상  리 듈들  각 리 듈  압 값  수신 아, [0014]

하는 단계; 상  한 압 값  ,  압 값  지하는 단계; 상  지한  압 값에 

 압 값  한 값보다 거나 같  압 값  리들  는지 비 하는 단계;  상  비  결과에 

라, 리들  압 값   압 값에  압 값  한 값보다 거나 같  경우, 해당 리 듈

  FET는  상태   하고, 큰 경우, 해당 리 듈   FET는 프 상태   하는

단계;  포함하여 는 것  특징  하는 리 듈들  압 균  다.

상  평균 압 값 산  단계는, 상   FET  상태가  어   리 듈  해당 [0015]

리 듈  압 값  수신 는 압 값 수신 단계;   포함하는 것  특징  하는 리 듈들  압

균  다.

독립 운  에 지  시스  내  복수 개  리 듈들  압  균 하는 에 어 , 각각  [0016]

리 듈들에 포함   리 리 시스 , 리 듈들  압  측 하고, 측  상  리 듈들

 압  나타내는 압 보  생 하여, 주 리 리 시스  하는 압 보 생    단계;

상  주 리 리 시스  수신   FET  어 보에 라  FET  상태   또는 

프  동 시키는  FET  어 단계; 상   FET  어 결과,  FET  상태  리 듈

압 값  미리  주  마다 측 하여 주 리 리 시스  압 값  하는 단계; 

FET 프 상태  리 듈  경우, 주 리 리 시스   FET  상태  리 듈들  평

균 압 값  수신 아, 상  평균 압 값과  FET 프 상태  리 듈 압 값  동 한지 비 하는

단계; 상  비  결과에 라 동 한 압 값  리 듈들  프 상태   FET   상태  하는

단계;  든 리 듈   FET 상태가   지, 상  주 리 리 시스  압 값 

 하는 단계, 상  비  단계, 상   FET   상태  하는 단계  복하는 단계;  포함하는

단계  수행하는 것  특징  하는 리 듈들  압 균  다.

독립 운  에 지  시스  내  복수 개  리 듈들  압  균 하는 치에 어 , 주 리[0018]

리 시스 , 복수 개  리 듈들과  수신하는 통신 ;  상  복수 개  리 듈들에

포함  각각   FET  상태   또는 프   어하고,   리 듈들  평균 압 값

 FET가 프  리 듈  하는 어 ;  포함하는 치  하는 것  특징  하는 리 

듈들  압 균  치 다.

어 는, 상  리 듈들  압 값  수신 아, 하고 상  한 압 값  ,[0019]

 압 값  지한 후, 상  지한  압 값에  압 값  한 값보다 거나 같  압 값

리 듈들  는지 비 하여, 특  리 듈들  압   압 값에  압 값  한 값보다

거나 같  경우, 해당 리 듈   FET는  상태  하고, 큰 경우, 해당  FET는 프 상태

하는 것  특징  하는 리 듈들  압 균  치 다.

독립 운  에 지  시스  내  복수 개  리 듈들  압  균 하는 치에 어 ,  리[0020]

리 시스 , 주 리 리 시스 과  수신하는 통신 ;  리 듈  압  측 하고, 측

 리 듈  압  주 리 리 시스  하고, 주 리 리 시스  수신  

 FET  어 보에 라  FET  상태   또는 프  동 시키 ,  주  마다  FET  상

태 리 듈  압 값  측 하여 주 리 리 시스  하고, 주 리 리 시스  상

  FET  상태 리 듈  압 값  평균 값  수신해  FET 프 상태  리 듈 

압 값과 비 하여  FET   어하는 어 ;  포함하는 치  하는 것  특징  하는 리

듈들  압 균  치 다.
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어 는, 주 리 리 시스  수신  상  평균 압 값과  FET 프 상태  리 듈[0021]

압 값   다  경우, 상   FET  상태  프  지하 , 상   주  마다  FET  상태

리 듈  압 값  측 하여 주 리 리 시스  하는 과 과 상  주 리 리 시스

 상   FET  상태 리 듈  압 값  평균 값  수신해  FET 프 상태  리

듈 압 값과 비 하는 과  든  FET가  상태    지 복하는 것  특징  하는 

리 듈들  압 균  치 다.

 과

본  실시 에  리  듈들  압 균  치   에 지  시스 에 포함  리[0023]

듈들 간에 압 차 가 생시, 래  수동  리 듈간   다  각각  압  균  하는 술

에 비해 가 업 단계  균  업에   시간  단 시킬 수 다.

도  간단한 

도 1  본   실시 에  리 듈들  압 균  치  체 도.[0025]

도 2는 본   실시 에   리 리 시스  도. 

도 3  본   실시 에  주 리 리 시스  도.

도 4는 본   실시 에  리들  압 균   체 순 도

도 5는 본   실시 에   FET  상태   또는 프   어하는  FET  어 단

계  순 도.

도 6  본   실시 에  리 듈들  압 균  치   도.

 실시하  한 체  내

하, 첨  도  참 하여 본 에  시  실시  상 하게 한다. 그러나, 본  하에[0026]

 개시 는 실시 에 한 는 것  아니라  다  다양한 태   수 , 단지 본 실시 들

본  개시가 하도  하 , 통상  지식  가진 에게  주  하게 알 주  해 공

는 것 다.

1. 본  실시 에  리 듈들  압 균  시스   [0028]

도 1  본   실시 에  리들  압 균  시스  도 다.[0029]

도 1  참 하 , 본   실시 에  리들  압 균  시스 (400)  하나  주 리 리[0030]

시스 (100), 복수 개   리 리 시스 (200: 200a, 200b, 200c, …., 200n)  (300)  포함할

수 다.

리 듈들  압 균  시스 (400)  복수 개   리 리 시스 들(200)  하는 각각   [0031]

리 리 시스 (200a, 200b, 200c,…., 200n)간에 압 차  생 여  주 리 리 시스 (100)  단

할 수 다.

상  단 결과, 리 듈들 간  압 차 가 생한 경우, 주 리 리 시스 (100)   압 값[0032]

갖는 리 듈들   리 리 시스 에 포함   FET   압 값  갖는 리 듈들  

리 리 시스   FET 지 순차  어하여 (300)   압  리들  순차  

러 들어가도   리 리 시스 들   FET 들  / 프 동  어함 , 순차  압 동

균  업  수행한다.

여  (300)는 복수 개   리 리 시스 들(200)  상   원  공 하여  진행[0033]

할 수 다.

도 2는 본  실시 에  주 리 리 시스   도 다.[0035]

주 리 리 시스 (100)  복수 개  리 듈들  하는 각각   리 리 시스 들(200)  측[0036]

한 압 값들  니 링 하고,  압 값  가지는 리 듈  한다.
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다 ,  압  가지는 리 듈  압 값과 다  리 듈들  압 값  차  계산하여, 그[0037]

결과에 라 리 듈들   순차  진행한다.

도 2  참 하 , 주 리 리 시스 (100)  통신 (110), (120)  어 (130)  포함할 수 다. [0038]

또한 주 리 리 시스  어 는 지 (131), 비 (132), 단 (133), 평균 산 (134)  [0039]

(135)  포함할 수 다.

다  본  실시 에  주 리 리 시스 (100)   에 하여 한다.[0040]

주 리 리 시스  통신 (110)는 복수 개   리 리 시스 (200)과 필 한 보 청 신  주[0041]

고  수 다.

(120)는  리 리 시스 (200)에   보  한다.[0042]

지 (131)는 (120)에  압 보 에   압 값  지한다.[0043]

비 (132)에 는 상  지한  압 값에  압 값  한 값   다  압 값들과 비 한[0044]

다.

비 한 결과, 단 (133)에 는 각 리  압 값   압  가지는 리  압 값과 비 하여, [0045]

 압 값에  압 값  한 값보다 거나 같  압 값  갖는 리들(  우 순  리 듈

들)   압 값에  압 값  한 값보다 큰 압 값  가지는 리들(  후순  리 듈

들)  별한다.

단 (133)  별 결과에 라, 주 리 리 시스  상   우 순  리 듈들   FET [0046]

 상태  하고, 상   후순  리 들   FET  프 상태  하도  하는 어  해

당 리들   리 리 시스  어 동   한다.

또한, 주 리 리 시스   FET가  상태  리들  압 값  어 들여 그 평균값  하는 평[0047]

균값 산 (134)  비한다. 주 리 리 시스  (135)는 평균값 산 (134)에  계산한 

FET가  상태  리들  평균 압 값  든  리 리 시스 들  한다.

도 3  본  실시 에   리 리 시스   도 다.[0049]

도 3  참 하 ,  리 리 시스 들(200)  통신 (210), 어 (220)   FET(230)  포함할 수 [0050]

다. 

또한  리 리 시스  어 (220)는 측 (221), 비 (222)  (223)  포함할 수 다.[0051]

다  본  실시 에   리 리 시스 들(200)   에 하여 한다.[0052]

 리 리 시스  통신 (210)는 주 리 듈(100)과 필 한 보  수신한다.[0053]

 리 리 시스  측 (221)는 각 리 듈  압들  측 한다.[0054]

 리 리 시스  측 (221)에  측 한 리  압 값  (223)에  주 리 리 시스[0055]

(100)  한다.

 리 리 시스  비 (222)에 는, 주 리 리 시스 (100)  평균값 산 (135)가 산 한 [0056]

FET  상태  리 듈들  평균 압 값 보  수신 아, 상  평균 압 값과 측 (221)에  측 한

 FET가 프 상태  리 듈들  압 값  비 한다.

비  결과,  해당  리  듈  측  압   FET가   상태  다  리  듈들  평균  압과[0057]

같아지 , 해당 리 듈   FET   시킨다.

 [0058]

2. 본  실시 에  리 듈들  압 균    [0059]

도 4  본   실시 에  리 듈들  압들  균   체  순 도 다.[0060]

도 4  참 하 ,  FET   신  어 단계(S310)에  든  FET들  신  상태   또는 [0061]

프 상태  하는 단계  다.
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그 후,  FET가  상태  리 듈들만 하는 단계(S320)  수행할 수 다.[0062]

 FET  상태  리 듈들     리 내 압들  가할 것 고,  FET  상[0063]

태  리 듈들  평균 압  계산하여,  FET 프 상태  리 듈들 압 값  동등한 압 값

 는지 비 하는 단계(S330)  수행할 수 다.

비  단(S330)  후, 건에 맞는 프 상태  리 듈들   FET들   상태  는 어단계[0064]

(S340)  진행  수 다.

상  단계들  복 어 든 리들   FET가 순차   상태  고, 계   든 [0065]

리들  압들    단계(S350)  진행할 수 다.

도 5는 본   실시 에   FET   신  어 단계  보다 상 하게 하는 순 도[0067]

다.

도 5  참 하 , 각각   리 리 시스 (200)에  각 압  측  후, 주 리 리 시스 (100)[0068]

각 압  보  하는 단계(S311)  수행할 수 다.

그 후, 주 리 리 시스 (100)  압 값들  보  수집하고, 그 에   압 값  지하는 단[0069]

계(S312)  수행할 수 다.

 압  지 단계(S312)  후, 상  지한  압 값에  압 값  한 압 값보다 거나[0070]

같  압 값  가지는  FET 프 상태  리 듈들  는지 비 하는 단계(S313)  수행할 수 다.

비 하는 단계(S313)  진행한 후, 상   압과  압 값  한 값보다 거나 같  압 값  [0071]

리 듈들   FET   상태  하는  FET   단계(S314)  진행하고, 상   압과 

 압 값  한 값보다 큰 압 값  가지는 리 듈들   FET  프 상태  하는  FET

프  단계(S315)  진행할 수 다.

 후, 든  FET들   또는 프 상태   , 주 리 리 시스 (100)  각  리 리[0072]

시스 들(200)  각각 해당하는  신 에 맞게 어 하는 단계(S316)  수행할 수 다.

 

100: 주 리 리 시스         110: 통신  [0074]

120:                        130: 어

131: 지                        132: 비

133: 단                        134: 평균값 산

135:                        200:  리 리 시스

210: 통신                        220: 어

221: 측                        222: 비

223:                        230:  FET

300:                        400: 리들  압 균  시스
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도

도 1

도 2
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도 3

도 4
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도 5
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도 6
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